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太陽電池用のSiインゴット結晶は、多結晶をキャスト成長法で単結晶を主にCzochralski (CZ) 成

長法で作製されている。ここでは、キャスト成長炉を用いて研究開発された、太陽電池用の Siイ

ンゴット多結晶と単結晶に関して述べる。 

初期のインゴット多結晶は、石英ルツボに入れたシリコン融液を一方向で凝固して作製する技

術が長く使われていた。我々はインゴット多結晶の組織制御を行うと太陽電池特性が向上するこ

とを、デンドライト結晶利用成長法を考案してインゴット成長することにより初めて見出し、こ

の分野の研究者に広く伝えた[1, 2]。これにより、ルツボ底で核形成を制御する技術が各種考案さ

れ、単結晶板をルツボ底面に敷く mono-like成長法の開発に引き継き、各種微細粒をルツボ底面に

敷く HP（High performance） cast法が現在では主に実用的に使われるようになった。ここではデ

ンドライト結晶利用成長法による核形成とインゴット多結晶の成長に関して要点を述べる。 

しかし、mono-like 成長法も HP cast 法もルツボ壁に触れる成長法であるため、ルツボ壁からの

核形成と応力の影響を受け、均一性と転位密度に依然課題を残している。またインゴット多結晶

は生産性が高いため太陽電池市場で大きなシュアーを占めているが、良質なテクスチャー構造を

作製できないために、変換効率で単結晶太陽電池に劣るといった課題がある。そのため、生産性

の高いキャスト成長炉を用いて単結晶を成長できる mono-like成長法が考案されたが、均一性の問

題があった。そこで我々はキャスト成長炉を用いてルツボ壁に触れないで融液内成長できる

Noncontact Crucible (NOC) Methodを考案し[3]、最大 90 %の直径比と 45 cmの最大直径を有する

Siインゴット単結晶を成長した。ここでは、本成長法の特徴を述べ、さらにその品質を主に Siイ

ンゴット単結晶を用いて作製した太陽電池の変換効率と歩留まり[4]をベースに述べる。 
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